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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

TROISIEME, COMPLEMENT A LA PUBLICATION 147-1 (1963)

VALEURS LIMITES ET CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DES DISPOSITIFS
A SEMICONDUCTEURS ET PRINCIPES GENERAUX DES METHODES DE MESURE

Premiére partie : Valeurs limites et caractéristiques essentielles

PREAMBULE

omités d’Etudes
g mesure possible

1) Les décisions ou accords officiels de la C E I en ce qui concerne les questions tect
ol1 sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions, expy
un accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont 3 Mités nationaux.

3) Dans le but d’encourager cette unification internationale, la rimeske £s nationaux ne

tale de ces régles
r e€Cs Quegtipns soi
dans 1H<md ¥

t suivi d’un effort pour harmoniser les régles

4) On reconnait qu’il est désirable que "accord internatip
} 3 conditions nationales le|permettent. Les

nationales de normalisation avec ces pécoumandatig
Comités nationaux s’engagent a user i

La présente recemma i St ¥ i e\Comité d’Etudes N047 de la C E1: Dispositifs & semi-
conducteurs et circuifs A

Elle con POiSic R remiére partie: Valeurs limites et caractéristiqtes essentielles,

de 1a Publication 2 e ent complément concerne les thyristors triodes bloqués en inverse.

 le paragraphe 3.3.7 et un autre concernant les additions au paragraphe 7.11 furent

discutés lors\de s 4 Tokyo en 1965, & la suite de laquelle deux nouveaux|projets furent

SO ULMis : it Comités nationaux suivant la Régle des Six Mois en septembrg 1967.
ssont prononeés explicitement en faveur de la publication de ces deux|compléments:

Afrique du Sud Ttalie

Allemagne Japon

Australie Pologne

Belgique Rovaume-Uni

Canada Suéde

Danemark Suisse

Etats-Unis d’Amérique Tchécoslovaquie

Finlande Turquie

France Union des Républiques Socialistes Soviétiques

Le Comité national néerlandais a voté contre les additions au paragraphe 7.11.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

THIRD SUPPLEMENT TO PUBLICATION 147-1 (1963)

ESSENTIAL RATINGS AND CHARACTERISTICS OF SEMICONDUCTOR DEVICES

1) Thefo

AND GENERAL PRINCIPLES OF MEASURING METHODS

Part 1: Essential ratings and characteristics

FOREWORD

Nationfil Committees having a special interest thercin are represented, express, as neat

2) They
sense.

3) In ord
yet no
rules i

4) The dgsirability is recognized of extending internagignal agre

consc:rus of opinion on the subjects dealt with.

hational rules, when preparing such rules, should use the T E
so far as national conditions will permit.

1l the
tional

in that

ng as
these

honize

nationfil standardization rules with these recommendatio tional
Comnfittees pledge their influence towards that end.

This Recommendation h Evices
and Integrated Circuits.

It conftitutes th IEC
Publicatipn 147. Th [

A draf ed at
the meet y_pésult of which two new drafts were submitted to the National
Committees for apprqvs ix Months® Rule in September 1967.

The fo d explicitly in favour of publication of these two Supplements:

Japan
Poland
South Africa
Czechoslovakia Sweden
Denmark Switzerland
Finland Turkey
France Union of Soviet Socialist Republics
Germany United Kingdom
Italy United States of America

The Netherlands National Committee voted against publication of the additions to Sub-clause 7.11.
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TROISIEME COMPLEMENT A LA PUBLICATION 147-1 (1963)

VALEURS LIMITES ET CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DES DISPOSITIFS
A SEMICONDUCTEURS ET PRINCIPES GENERAUX DES METHODES DE MESURE

Premiére partie : Valeurs limites et caractéristiques essentielles

CHAPITRE IiI: THYRISTORS
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Quand un thyristor est commuté a I’état passant, la §ondudyi
' h ’état passant

travers une petite aire localisée du dispositif. La vjt€ssg de ¢
di/d¢ est limitée par la vitesse de croissance de cette~ai ‘ ; circuit.

nt des thyristors

de puissance.

w

La valeur limite de di/d¢

e du courant a

di Iy
dr 214

L 1l us
§

> deux fois la valeur limite du courant moyen a I’état passant

Notes 1. — Les valeurs de difds ne s’appliquent pas aux thyristors ayant un faible courant.

2. — Sila valeur limite de di/d¢ est donnée en excluant un courant de pointe initial & ’état passant provenant
de la décharge d’un réseau RC connecté en paralltle avec un thyristor, Pamplitude permise et la durée
d’une telle surcharge additionnelle doivent &tre indiquées.

3. — L’origine decs temps est intersection avec 'axe des temps de la droite qui joint les points 10 9; et 50 %
du courant d’essai,
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THIRD SUPPLEMENT TO PUBLICATION 147-1 (1963)

ESSENTIAL RATINGS AND CHARACTERISTICS OF SEMICONDUCTOR DEVICES
AND GENERAL PRINCIPLES OF MEASURING METHODS

Part 1: Essential ratings and characteristics

CHAPTER HI: THYRISTORS

SECTION ONE — REVERSE BLOCKING TRIODE THY

3.3.7 Ciitical rate of rise of on-state current (difdt) (Note 1)

When a thyristor is switched to the on-state, conduction may occur inrtiallyN i small
arpa of the device. The rate at which on-state current can b€ incre is Nmi v th¢ rate
of|increase of this active area during turn-on.

A rating for this rate of rise limitation di/dz is neede hent.

Virtual junction or seference-peint enr .
a) Val wavesha
b) valuenof sourse

N el S

jine wave be used as the on-state current waveform as shown
form, the recommended method of assigning a numerical|value

Rl :IFM
dt 24

t = 1 us

Ipy > twice the mean on-state current rating

Notes 1. — di/dt ratings are not applicable to low current thyristors.

2. — If the rated value of di/d¢ is given, which excludes an initial peak on-state current originating from dis-
charge of an RC network connected in parallel with a thyristor, the permissible amplitude and duration
of such an additional surge must be stated.

3. — Zero time is the time axis interception of the straight line passing through the 10 % and 50 % test current
points.
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F16. 1. — Forme d’onde du courar our la valeur limite de df/dz.
7. Caractéristiques électriques

sauf indication

t pas permise, la
fe la température
¢ la CEI, para-

On doit epp’r‘iﬁpr les conditions suivantes:

1. La forme d’onde du courant a I’état passant précédent.

Note. — La forme d’onde devra étre de préférence rectangulaire et la durée doit étre suffisante pour que
I’équilibre des porteurs soit obtenu.

L’amplitude devra étre de préférence égale a trois fois 1a valeur limite du courant direct moyen.
2. La vitesse de décroissance du courant a I’état passant (di/dr).

3. La température virtuelle de jonction ou la température du point de référence, ainsi que le
facteur d’utilisation du courant & ’état passant.
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F1G. 1. — On-state eyrrent
7. Elpctrical characteristics

R

Ng C may

be the
1blica-

7.11  Ci

7

Adld to( the existing sentence the following text:

Al £o11 M e 1 11 1 bt A |
e IUIIUWIIIB CUTIUTTTUTLES B ITUUIL UG SPUCTHIC .

I.  The waveshape of the preceding on-state current.

Note. —— The waveshape should preferably be rectangular and the duration must be sufficient to achieve
charge carrier cquilibrium.

The amplitude shall be preferably threc times the rated mean forward current.

2. Rate of fall of on-state current (di/ds).

3. Virtual junction temperature or reference point temperature, together with the duty cycle of
the on-state current.
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— 10 —

La forme de la tension inverse a I’état bloqué.

Note. — La forme d’onde devra étre de préférence triangulaire avec une amplitude égale aux 2 / 5 de la valeur
limite de la tension inverse de pointe répétitive, ou rectangulaire avec une amplitude de 100 V maximum,

La tension inverse & I'instant ou la tension & 1’état bloqué est appliquée (I'instant ¢, dans la
figure 2, ci-dessous).

La valeur de pointe et la vitesse de croissance de la tension & I’état bloqué.

Note. — La valeur de pointe de la tension & I’état bloqué devra étre au moins égale aux 2/, de la valeur limite
de la tension de pointe répétitive & 1’état bloqué.

Polarisation de gichette pendant que le thyristor est a I’état bloqué:

/

a) tension de la source de gichette;
b) impédance de la source de gichette.

F1c. 2. — Tension d’anode pendant la mesure du temps de désamorcage par commutation du circuit,
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